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【序論】RIE 技術は GaN 等の窒化物半導体の加工技術として不可欠なものとなっているが、加工

表面には加工歪や窒素欠損などが存在することが知られている。このような問題を低減すること

ができれば RIE 表面を活性領域とするデバイス作製が可能になると考えられる。前回の報告 1)の

ように、RIE-GaN表面へのAlGaN直接成長によって作製したAlGaN/GaN構造においても1300 cm2/Vs

を超える移動度が得られている。しかしながら、RIE 加工した GaN 表面での窒素欠損などの問題

が AlGaN 成長にどのような影響を与えるのかについてはよくわかっていない。本講では、RIE-GaN

表面での AlGaN 直接成長の特徴、問題点について検討したので報告する。 

【実験】使用した n--GaN は α-Al2O3又は SiC 基板上にエピ成長した c+面のもので、その表面から

約 200 nm 厚の層を RIE で除去した。RIE 処理した基板を MOCVD 装置内に装填し成長直前に NH3中 

で熱処理（TNH3=850～950℃、15 min）した後、Al0.3Ga0.7N 層を 950℃

（Tg）で約 30 nm の厚さに MOCVD 成長させた。また、比較のため

に、RIE 処理なし基板上に AlGaN 成長した試料、0.35μm 厚の再

成長 GaN 層上に AlGaN 成長した試料も作製した。 

【結果及び考察】Fig.1 に RIE の有無ならびに TNH3の異なる試

料の X線 2Ɵ/ω 回折図形を示す。この結果からわかるように、 

TNH3の上昇とともに AlGaN 中の Al 組成が低下する。このような

現象は RIE なしの試料では TNH3=950℃でもほとんどみられない。

Fig. 2は TNH3の異なる試料の表面SEM像である。この結果から、

TNH3 が高い場合、AlGaN は連続膜とはならず、下地との反応が

生じている可能性があることがわかった。 

 このように、RIE 処理した GaN 表面は通常の As-grown 表面に

比べて熱的安定性に劣るため、TNH3や Tgを低く設定する必要があ

ることがわかった。Table 1 は TNH3=850˚C, Tg=950˚C で作製した

AlGaN/GaN試料のHall測定の結果である。0.35μm厚の再成長GaN

層上に AlGaN 成長した試料での移動度があまり高くないが、こ

れは950℃程度の温度で再成長したGaNではC汚染濃度が高い 2)

ことが原因であると考えられる。AlGaN を直接成長した試料では、

下地 GaN として比較的高温で成長した GaN を使用できることか

ら比較的高い移動度が得られるものと考えられる。 
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Fig. 1. XRD 2Ɵ/ω profiles for 

AlGaN/GaN samples prepared 

under different conditions 

Fig.2. Surface morphology 

(SEM image) of AlGaN/GaN 

prepared with different TNH3. 

Table 1. Hall data for AlGaN/GaN structures with and without 

regrown GaN (TNH3=850˚C, Tg=950˚C). 
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